Аннотация к рабочей программе дисциплины «Оптоэлектроника»

1. Наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом


Дисциплина «Оптоэлектроника» преподаётся студентам очной полной формы обу​че​ния по направлению подготовки бакалавра по направлению «200700 – Фотоника и оптоин​форматика» на 2 курсе в 4 семестре.


2. Цели и задачи дисциплины


Целями освоения дисциплины является ознакомление с элементной и конструктив​ной базой современной оптоэлектроники и подготовка студента к изучению специальных дис​циплин, в которых рассматриваются схемы и устройства на основе оптоэлектронных прибо​ров. 


В курсе изучаются устройство, физические процессы, характеристики, параметры, фи​зические, схемотехнические и математические модели и особенности использования опто​электронных приборов, принципы построения и основы технологии изготовления дискрет​ных оптоэлектронных приборов и оптоэлектронных интегральных микросхем, влияние усло​вий эксплуатации на работу оптоэлектронных приборов.


3. Место дисциплины в учебном процессе


Дисциплина относится к циклу Б.2. математических и естественнонаучных дис​цип​лин и базовой части основной образовательной программы.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 


1. Оптическая физика.


2. Физика твёрдого тела.


3. Электроника и микропроцессорная техника.


4. Высшая математика.


Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу​чении следующих дисциплин 


1. Физические основы волоконной оптики.


2. Оптические компоненты волоконно–оптических линий передачи.


3. Нелинейная волоконная оптика.

4. Требования к результатам освоения дисциплины


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль​тур​ных и профессиональных компетенций:


– способности проектировать элементы и устройства, основанные на различных физи​ческих принципах действия (ПК–7);


– способности разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоинформатики на основе существующей элементной базы (ПК–20).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу​ю​щие результаты образования:


1. Знать: основные типы оптоэлектронных приборов, физические принципы их дей​ствия, характеристики, параметры, модели; зависимости характеристик и параметров от условий эксплуатации; области применения, основы анализа и расчёта оптоэлектронных приборов.


2. Уметь: использовать оптоэлектронные приборы и простейшие типы оптоэлек​трон​ных микросхем для построения узлов оптоэлектронной аппаратуры в зависимости от осо​бен​ностей применения; экспериментально определять основные характеристики и параметры широко применяемых оптоэлек​тронных приборов, работать с технической литературой, ГОСТами и тех​нической документацией; использовать прикладные программы.


3. Владеть методикой разработки математических и физических моделей исследуемых явлений, процессов и объектов, относящихся к профессиональной сфере. (ПК–12).

5. Объём дисциплины, виды учебной работы и формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.


Форма контроля: зачёт.


6. Краткое содержание дисциплины

	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела

	1.
	Носители заряда в по​лупроводниках.
	Возникновение свободных но​си​телей заря​да в полупро​водниках i–, n– и p–типа.

	2.
	Энергетические зоны.
	Диаграммы энергетических уровней элек​тронов в полу​проводниках i–, n– и p–типа. Распределение Ферми – Ди​рака.

	3.
	Ток дрейфа.
	Определение удельного сопротивления по​лупроводника. Вывод закона Ома в диффе​ренциальной форме.

	4.
	Ток диффузии.
	Закон Фика. Соотношения Эйнштейна.

	5.
	Электронно–дырочный переход в состо​янии равновесия.
	Возник​но​вение обеднённого слоя и потен​циального барь​ера в р–п–переходе. Коор​ди​нат​ные зависимости энергий уровней элек​тронов в р–п–переходе.

	6.
	Электронно–дырочный переход под дей​ствием внешнего напряже​ния.
	Прямое и обратное включение р–п–перехо​да. Вольт–ам​перная характе​ристика р–п–пере​хода.

	7.
	Лавинный пробой р–п–перехода.
	Зависимость напряжения лавинного про​боя от парамет​ров полупроводника (ши​ри​на запрещённой зоны, длина свободного пробега электрона) и параметров р–п–пе​ре​хо​да (концентрации акцепторной и до​норной примесей в р– и п–областях).

	8.
	Поглощение электро​магнитного излу​че​ния в полупроводнике.
	Собственное и примесное поглощение фо​тонов.

	9.
	Фоторезисторы.
	Конструкция и принцип рабо​ты фоторе​зистора. Опреде​ление темновой проводи​мости и фотопроводимости фо​то​резис​тора. Полупроводниковые материалы, из кото​рых изготавливается фоточувстви​тель​ный слой фото​резисто​ра.

	10.
	Воздействие электро​магнитного излуче​ния на р–п–переход.
	Возникновение фототока и изменение тол​щины обеднён​ного слоя р–п–перехода под действием внешнего излуче​ния.

	11.
	Фотодиоды.
	Вольт–амперная характеристика фотоди​ода. Принцип ра​боты схемы приёмника оп​тического излучения на основе фотодиода.

	12.
	Фотоэлементы.
	Вольт–амперная характеристика фотоэ​лемента. Осо​бен​ности использования фо​тоэлементов в качестве ис​точни​ков по​стоянного напряжения или источников по​стоянно​го тока.

	13.
	Биполярные фототранзисторы.
	Конструкции биполярных фототранзисто​ров. Физичес​кие принципы работы бипо​лярных фототранзисторов в темновом ре​жиме и при наличии внешнего излучения. Вольт–амперные характеристики бипо​лярного фото​тран​зистора.

	14.
	Полевые фототран​зис​торы с управляю​щим р–п–переходом.
	Конструкции полевых фототранзисторов с управляющим р–п–переходом. Физические принципы работы полевых фототранзис​торов с управляющим р–п–переходом.в тем​новом режиме и при наличии внешнего излучения. Стати​ческие характеристики полевого фототранзистора с уп​рав​ляю​щим р–п–переходом.

	15.
	Диодные фототиристоры.
	Работа фото​тиристора в темновом ре​жиме и  при наличии внешнего излучения.

	16.
	Излучающие диоды.
	Спонтанное излучение фотонов в полупро​воднике. Излу​чение фотонов в обеднённом слое р–п–перехода при пря​мом включении, а также в режиме лавинного пробоя. Кон​струкции излучающих диодов.

	17.
	Полупроводниковые лазеры.
	Вынужденное излучение фотонов в полу​проводнике. Фи​зические принципы работы полупроводникового лазера. Конструкции полупроводниковых лазеров.

	18.
	Оптоэлектронные пары.
	Виды и конструкции оптоэлектронных пар.
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